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(57)【要約】
【課題】コア層を有さないパッケージキャリアと電子パ
ッケージの製造方法を提供する。
【解決手段】本発明のパッケージキャリアの製造方法は
、まず載置板と導体層を設け、導体層は載置板上に配置
する。次に、導体層上に絶縁パターンを形成し、絶縁パ
ターンから導体層を部分的に露出させる。支持板を設け
る。続いて、絶縁パターンと支持板を合わせる。絶縁パ
ターンと支持板を合わせた後、載置板を除去し、かつ導
体層を残す。載置板を除去した後、導体層をパターニン
グして配線層を形成する。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　載置板と、前記載置板上に位置する導体層を設けること、
　前記導体層上に絶縁パターンを形成し、前記絶縁パターンは前記導体層を部分的に露出
させること、
　支持板を設け、かつ前記絶縁パターンと前記支持板を合わせ、前記絶縁パターンを前記
支持板に接触させること、
　前記絶縁パターンと前記支持板を合わせた後、前記載置板を除去し、かつ前記導体層を
残すこと、
　前記載置板を除去した後、前記導体層をパターニングして配線層を形成すること、を含
む、
　パッケージキャリアの製造方法。
【請求項２】
　前記絶縁パターンはソルダーレジスト層である、請求項１に記載のパッケージキャリア
の製造方法。
【請求項３】
　前記絶縁パターンから部分的に露出した前記導体層上に接合材料を形成するここと、を
さらに含む、請求項１に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項４】
　前記接合材料ははんだ、金属層または有機フラックス層である、請求項３に記載のパッ
ケージキャリアの製造方法。
【請求項５】
　前記支持板は前記絶縁パターンと嵌合する凹状パターンを有し、前記絶縁パターンと前
記支持板が合わさると、前記絶縁パターンは前記凹状パターン内に位置する、請求項１に
記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項６】
　前記載置板は主板と剥離層を含み、前記剥離層は前記導体層と前記主板の間に配置する
、請求項１に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項７】
　前記配線層を形成した後、前記配線層上に前記配線層を露出させるソルダーレジスト層
を形成すること、をさらに含む、請求項１に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項８】
　前記支持板は前記配線層と電気的に導通する金属層を有し、前記ソルダーレジスト層を
形成した後の方法として、
　前記金属層に通電して前記配線層に電気めっきを施すことにより保護層を形成し、前記
ソルダーレジスト層は前記保護層を露出させること、
をさらに含む、請求項７に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項９】
　前記配線層を形成した後、前記配線層の表面粗度を変えること、をさらに含む、請求項
１に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項１０】
　少なくとも２層の前記導体層を設け、かつ前記載置板は前記導体層の間に位置すること
、
　前記導体層上には前記絶縁パターンをそれぞれ形成すること、
　２つの前記支持板を設けること、
　前記絶縁パターンと前記支持板をそれぞれ合わせ、前記絶縁パターンを前記支持板に接
触させること、
　前記絶縁パターンと前記支持板を合わせた後、前記載置板を除去し、かつ前記導体層を
残すこと、
　前記載置板を除去した後、前記導体層をパターニングして前記配線層をそれぞれ形成す
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ること、
　を含む、前記請求項１に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項１１】
　載置板上に配線構造と絶縁パターンを形成し、前記絶縁パターンは前記配線構造と接続
し、かつ前記配線構造は前記絶縁パターンと前記載置板の間に位置すること、
　支持板を設け、かつ前記絶縁パターンと前記支持板を合わせ、前記絶縁パターンを前記
支持板に接触させること、
　前記絶縁パターンと前記支持板を合わせた後、前記載置板を除去し、かつ前記配線構造
を残すこと、
を含む、パッケージキャリアの製造方法。
【請求項１２】
　前記配線構造を形成する方法は、
　　前記載置板上に位置する導体層を設けること、
　　前記導体層上にバリア層を形成すること、
　　前記バリア層上に少なくとも１つの配線層を形成し、前記絶縁パターンを前記少なく
とも１つの配線層上に形成すること
を含む、請求項１１に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項１３】
　前記載置板を除去した後、前記バリア層と前記導体層を除去する、請求項１２に記載の
パッケージキャリアの製造方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの配線層を形成する方法は、前記バリア層上にシード層を形成する
ことを含み、前記バリア層は前記導体層と前記シード層の間に位置し、前記載置板を除去
した後、前記シード層をさらに除去する、請求項１２に記載のパッケージキャリアの製造
方法。
【請求項１５】
　前記配線構造を形成する方法は、
　　前記載置板上に第一配線層を形成すること、
　　前記第一配線層上に複数の金属柱を形成すること、
　　前記金属柱を形成した後、前記第一配線層と前記金属柱を覆う誘電体層を形成するこ
と、
　　前記金属柱に接続する第二配線層を前記誘電体層上に形成すること、
を含む、請求項１１に記載のパッケージキャリアの製造方法。
【請求項１６】
　少なくとも１つの接続パッドと実装パッドを備え、前記実装パッドは電子素子を実装す
るのに用いられ、前記接続パッドは前記電子素子を電気的に接続するのに用いられる配線
構造と、
　前記配線構造に接続する絶縁パターンと、
を含む、パッケージキャリア。
【請求項１７】
　前記配線構造は、
　　少なくとも２層の配線層であり、その中の１層が前記少なくとも１つの接続パッドと
前記実装パッドを備える配線層と、
　　前記少なくとも２層の配線層の間に位置する少なくとも１つの誘電体層と、
　　前記少なくとも２層の配線層に電気的に接続し、かつ前記少なくとも１つの誘電体層
中に位置する複数の金属柱と、
をさらに含む、請求項１６に記載のパッケージキャリア。
【請求項１８】
　前記配線構造は配線層であり、前記絶縁パターンは、前記配線層に接触し、かつ前記少
なくとも１つの接続パッドを露出させる開口を有する、請求項１６に記載のパッケージキ
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ャリア。
【請求項１９】
　支持板をさらに含み、前記支持板は前記絶縁パターンと嵌合する凹状パターンを有し、
前記絶縁パターンと前記支持板は合わさると、前記絶縁パターンは前記凹状パターン内に
位置する、請求項１６に記載のパッケージキャリア。
【請求項２０】
　前記支持板は、
　　プラスチック板材と、
　　前記プラスチック板材に接続し、かつ前記凹状パターンを有し、前記絶縁パターンと
前記プラスチック板材の間に配置される金属層と、
を含む、請求項１９に記載のパッケージキャリア。
【請求項２１】
　請求項１９に記載のパッケージキャリアの前記実装パッド上に前記電子素子を実装する
こと、
　前記配線構造上に前記電子素子を覆うモールド層を形成すること、
　前記モールド層を形成した後、前記支持板を除去すること、
を含む、電子パッケージの製造方法。
【請求項２２】
　前記電子素子を前記配線構造上に実装する前に、前記支持板、前記絶縁パターンおよび
前記配線構造をダイシングして複数の基板ストリップを形成し、前記電子素子をその中の
１つの基板ストリップ上に実装すること、
をさらに含む、請求項２１に記載の電子パッケージの製造方法。
【請求項２３】
　前記支持板を除去した後、前記基板ストリップをダイシングすること、
をさらに含む、請求項２２に記載の電子パッケージの製造方法。
【請求項２４】
　請求項１６に記載のパッケージキャリアと、
　前記実装パッド上に実装され、かつ前記少なくとも１つの接続パッドに電気的に接続す
る前記電子素子であって、前記電子素子と前記絶縁パターンとの間に前記少なくとも１つ
の接続パッドと前記実装パッドがいずれも位置する、前記電子素子と、
　前記電子素子を覆うモールド層と、
を含む、電子パッケージ。
【請求項２５】
　前記パッケージキャリアは支持板をさらに含み、前記支持板は前記絶縁パターンと嵌合
する凹状パターンを有し、前記絶縁パターンと前記支持板が合わさると、前記絶縁パター
ンは前記凹状パターン内に位置する、請求項２４に記載の電子パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子パッケージ、パッケージキャリアおよび両者の製造方法関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な半導体素子の製造工程では、ウエハ内部に超小型回路が作製された後、ウエア
は切断されて複数のダイ（ｄｉｅ）になる。その後、これらのダイはパッケージングされ
、複数のパッケージキャリア上にそれぞれ実装され（ｍｏｕｎｔｅｄ）、複数の電子パッ
ケージが作製される。一般的に、上述のパッケージキャリアの構造と回路基板は似ており
、パッケージキャリアは通常、少なくとも２層の配線層およびその２層の配線層に挟まれ
た少なくとも１層のコア層（ｃｏｒｅ）層を含み、このコア層はたとえば硬化したプリプ
レグである。したがって、現在よく見られる電子パッケージは、ダイ以外に、少なくとも
２層の配線層および少なくとも１層の絶縁層（すなわちコア層）を一般的に有する。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明では、支持板と載置板を利用してパッケージキャリアを作製する。周知技術と異
なるのは、本発明の製造方法はコア層を有さないパッケージキャリアと電子パッケージを
製造する点である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は少なくとも１つの電子素子を実装できるパッケージキャリアを提供する。
【０００５】
　本発明は上述のパッケージキャリアを製造するのに用いられる製造方法を提供する。
【０００６】
　本発明は上述のパッケージキャリアを含む電子パッケージを提供する。
【０００７】
　本発明は上述の電子パッケージを製造するのに用いられる製造方法を提供する。
【０００８】
　本発明はパッケージキャリアの製造方法を提案する。この製造方法では、載置板と導体
層を設け、導体層は載置板上に位置する。次に、導体層上に絶縁パターンを形成し、絶縁
パターンから導体層を部分的に露出させる。また、支持板を設ける。続いて、絶縁パター
ンと支持板を合わせる。絶縁パターンと支持板を合わせた後、載置板を除去し、かつ導体
層を残す。載置板を除去した後、導体層をパターニングして配線層を形成する。
【０００９】
　本発明はもう１つのパッケージキャリアの製造方法を提案する。この製造方法では、載
置板上に配線構造と絶縁パターンを形成し、絶縁パターンは配線構造に接続し、配線構造
は絶縁パターンと載置板の間に位置する。次に、支持板を設け、かつ絶縁パターンと支持
板を合わせ、絶縁パターンを支持板に接触させる。絶縁パターンと支持板を合わせた後、
載置板を除去し、かつ配線構造を残す。
【００１０】
　本発明が提案するパッケージキャリアは配線構造および絶縁パターンを含む。配線構造
は少なくとも１の接続パッドと実装パッドを含む。実装パッドは電子素子を実装するのに
用いられ、接続パッドは電子素子を電気的に接続するのに用いられる。絶縁パターンは配
線構造に接続する。
【００１１】
　本発明の実施例におけるパッケージキャリアは支持板をさらに含む。支持板は絶縁パタ
ーンと嵌合する（ｆｉｔｔｉｎｇ）凹状パターンを有する。絶縁パターンと支持板が合わ
さると、絶縁パターンは凹状パターン内に位置する。
【００１２】
　本発明が提案する電子パッケージは上述のパッケージキャリア、電子素子およびモール
ド層を含む。電子素子は実装パッド上に実装され、かつ少なくとも１の接続パッドに電気
的に接続し、接続パッドと実装パッドはいずれも電子素子と絶縁パターンの間に位置する
。モールド層は電子素子を覆う。
【００１３】
　本発明は上述の電子パッケージの製造方法を提案する。この製造方法では、上述のパッ
ケージキャリアの実装パッド上に電子素子を実装し、このパッケージキャリアは支持板を
含む。さらに、配線構造上に電子素子を覆うモールド層を形成する。モールド層を形成し
た後、支持板を除去する。
【発明の効果】
【００１４】
 従来のコア層を有する電子パッケージと比べ、本発明の電子パッケージはより薄型であ
る。このため、この電子パッケージは現代のスマートフォン、タブレット、携帯情報端末
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（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ，ＰＤＡ）、ノート型パソコン
および携帯型ゲーム機等のモバイル機器の薄型化という進歩の流れに十分に対応でき、上
述のモバイル機器に応用するのに相応しいものである。
【００１５】
　また、ワーキングパネル内に複数のパッケージキャリアを直接形成した後、まずこれら
のパッケージキャリアの検査を行い、正常なパッケージキャリアと異常なパッケージキャ
リアを判別することができる。これにより、電子素子が異常なパッケージキャリアに実装
される確率を低減し、電子パッケージの歩留まり率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図１Ｃ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図２Ａ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図２Ｄ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図２Ｅ】本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図３Ａ】本発明の実施例における電子パッケージの製造方法を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の実施例における電子パッケージの製造方法を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の実施例における電子パッケージの製造方法を示す図である。
【図４Ａ】本発明の別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図４Ｂ】本発明の別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図である。
【図５Ａ】本発明の別の実施例における電子パッケージの製方法を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の別の実施例における電子パッケージの製方法を示す図である。
【図６Ａ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図６Ｂ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図６Ｃ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図６Ｄ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図６Ｅ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図６Ｆ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図６Ｇ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図７Ａ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図７Ｂ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図７Ｃ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図７Ｄ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図７Ｅ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図７Ｆ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
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る。
【図７Ｇ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図８Ａ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図８Ｂ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図８Ｃ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図８Ｄ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【図８Ｅ】本発明のさらに別の実施例におけるパッケージキャリアの製方法を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の技術特徴を理解するため、以下の実施例と図面を参照されたい。図面と実施例
の内容により、本発明の属する分野に関して通常の知識を有する者であれば本発明の技術
特徴を理解することができる。しかし、以下の記載と図面は実施例の説明に過ぎず、本発
明の特許請求の範囲を限定するものではない。
【実施例】
【００１８】
 　図１Ａから図２Ｅは本発明の実施例におけるパッケージキャリアの製造方法を示す図
であり、図１Ａから図１Ｃでは絶縁パターンが導体層上に形成される例を示す。図１Ｂは
図１Ａ中の切断線Ｉ－Ｉの断面を示す断面図である。
　本実施例のパッケージキャリアの製造方法では、導体層１１０および載置板１２０を設
け、導体層１１０は載置板１２０上に重なるものであり、かつ銅箔、銀箔、アルミニウム
箔または合金箔のような金属箔片であることができる。
【００１９】
　載置板１２０は主板（図中未表示）と剥離層１２１を含み、剥離層１２１は導体層１１
０と主板の間に配置し、主板はセラミック板、金属板または多種の材料を含有する複合材
料板であることができる。図１Ｂの実施例では、主板は複合材料板であり、かつ多層構造
（ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ）を有する。具体的には、主板は誘電体層１２３と金属層１２２
、１２４を含み、誘電体層１２３は金属層１２２と１２４の間に配置し、かつこの２層を
接続し、剥離層１２１は金属層１２２と導体層１１０の間に配置する。
【００２０】
　主板は銅箔基板（Ｃｏｐｐｅｒ Ｃｌａｄ Ｌａｍｉｎａｔｅ，ＣＣＬ）であることがで
き、導体層１１０は銅箔、銀箔、アルミニウム箔または合金箔等の金属箔片であることが
でき、誘電体層１２３は硬化したプリプレグ（ｐｒｅｐｒｅｇ）、樹脂層またはセラミッ
ク層であることができる。また、本実施例では、導体層１１０の厚さＴ１は金属層１２２
の厚さＴ２より厚い。たとえば、導体層１１０は厚さ１８μｍの銅箔であり、金属層１２
２は厚さ３μｍの銅箔であることができる。
【００２１】
　導体層１１０は剥離層１２１を通じて載置板１２０に接続できる。しかし、導体層１１
０と剥離層１２１の間の接着力は比較的弱いので、導体層１１０に外力が加えられると容
易に剥離層１２１から分離される。たとえば、導体層１１０は手で剥離層１２１から剥離
できる。また、剥離層１２１は金属片または高分子フィルム層であることができ、この金
属片はたとえば合金片である。
【００２２】
　続いて図１Ｃを参照されたい。導体層１１０上には絶縁パターン１３１を形成し、絶縁
パターン１３１の厚さのＴ３の範囲は５μｍから５０μｍの間である。絶縁パターン１３
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１は導体層１１０の表面１１０ｓを部分的に覆い、かつ導体層１１０を部分的に露出し、
絶縁パターン１３１は導体層１１０に接続する。
　また、絶縁パターン１３１は少なくとも１つの開口を有する。図１を例にとると、絶縁
パターン１３１は開口１３１ａと開口１３１ｂを有し、開口１３１ａと１３１ｂはいずれ
も表面１１０ｓまで延伸している。絶縁パターン１３１はたとえばウェットフィルムまた
はドライフィルムのソルダーレジストのようなソルダーレジスト層であることができ、か
つ絶縁パターン１３１はインクジェットまたはラミネートにより形成する。また、ソルダ
ーレジスト層は感光性を有し、開口１３１ａと１３１ｂは露光（ｅｘｐｏｓｕｒｅ）およ
び現像（ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）により形成する。
【００２３】
　絶縁パターン１３１の形成後、続いて絶縁パターン１３１から部分的に露出した導体層
１１０の表面１１０ｓ上には接合材料１３２を形成し、その接合材料１３２ははんだ、金
属層またはプリフラックス（Ｏｒｇａｎｉｃ Ｓｏｌｄｅｒａｂｉｌｉｔｙ Ｐｒｅｓｅｒ
ｖａｔｉｖｅｓ，ＯＳＰ）層であることができる。はんだはたとえば錫ペースト、銀ペー
ストまたは銅ペーストであり、金属層はたとえばニッケル層、金層、銀層、パラジウム層
、ニッケル／金層またはニッケル／パラジウム／ 金層であり、ニッケル／金層とニッケ
ル／パラジウム／ 金層はいずれも多層膜である。
【００２４】
　はんだの形成方法には塗布またはディスペンシングを用いることができる。金属層の形
成方法には析出（ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法を用いることができ、たとえば、化学的気相
析出法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ，ＣＶＤ）、物理的気相析
出法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ，ＰＶＤ）、電気めっき（ｅ
ｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇ）または化学めっき（ｅｌｅｃｔｒｏｌｅｓｓ ｐｌａｔｉ
ｎｇ）があり、物理的気相析出法にはたとえば蒸着（ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）またはス
パッタリング（ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）がある。プリフラックス層の形成方法には浸漬（
ｄｉｐｐｉｎｇ）法を用いることができる。
【００２５】
　図２Ａから図２Ｄでは本実施例のパッケージキャリアの配線層の作製方法を示す。図２
Ａでは支持板２００を設ける。図２Ａで示される支持板２００はプラスチック板材２２０
および金属層２１１と金属層２１２を含み、金属層２１１と金属層２１２にはそれぞれ銅
箔やアルミニウム箔のような金属箔を用いることができる。金属層２１１は凹状パターン
Ｐ２を有し、凹状パターンＰ２はプレス（ｐｒｅｓｓｉｎｇ）、リソグラフィ（ｌｉｔｈ
ｏｇｒａｐｈｙ）、鋳造または電気めっき等の方法で形成する。続いて、絶縁パターン１
３１と支持板２００を合わせ、導体層１１０、載置板１２０、絶縁パターン１３１および
支持板２００を組み合わせて一体化する。絶縁パターン１３１と支持板２００を合わせる
方法は載置板１２０を支持板２００にプレスする方法を含む。
【００２６】
　絶縁パターン１３１と支持板２００を合わせた後、絶縁パターン１３１は支持板２００
に接触させるとともに、凹状パターンＰ２内に配置する。この時、図２Ａが示すように、
金属層２１１は絶縁パターン１３１およびプラスチック板材２２０の間に配置する。凹状
パターンＰ２は絶縁パターン１３１と嵌合するので、絶縁パターン１３１は凹状パターン
Ｐ２内に固定できる。また、絶縁パターン１３１の厚さＴ３の値は、凹状パターンＰ２の
深さＤ１より大きくても、Ｄ１と等しくてもよい。もしくは、絶縁パターン１３１の厚さ
Ｔ３の値は凹状パターンＰ２の深さＤ１より小さくてもよい。
【００２７】
　その他の実施例では、接着する方法により絶縁パターン１３１を凹状パターンＰ２内に
固定することもできる。たとえば、プレスしている最中に、支持板２００と絶縁パターン
１３１を加熱することで、絶縁パターン１３１が軟化して粘着性が生まれる。これにより
、絶縁パターン１３１を支持板２００に接着し、絶縁パターン１３１を凹状パターンＰ２
内に固定することができる。
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　また、絶縁パターン１３１を利用する以外にも、他の接着剤を用いて支持板２００と絶
縁パターン１３１を接着することもできる。その接着剤には、繰り返し接着可能な感圧接
着剤（ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ ａｄｈｅｓｉｖｅｓ）を用いることができ
、たとえばゴム系感圧接着剤やアクリル系感圧接着剤やシリコン樹脂系感圧接着剤があり
、その接着剤には、シリコン樹脂、ゴム、ポリジメチルシロキサン（Ｐｏｌｙｄｉｍｅｔ
ｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ，ＰＤＭＳ）、ポリメチルメタクリレート（Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙ
ｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，ＰＭＭＡ、通称アクリル）または樹脂から作られたものを
用いることができる。
【００２８】
　ほかにも図２Ａで開示される支持板２００はプラスチック板材２２０ならびに金属層２
１１および２１２の複合材料板を含み、多層構造を有する。しかしその他の実施例では、
支持板はセラミック板、金属板、プラスチック板または多層構造を有さない複合材料板で
あってもよく、プラスチック板はたとえばＰＭＭＡ樹脂板すなわちアクリル板であり、金
属板は単一の金属材料または合金材料から構成されるものでもよい。したがって、支持板
２００は図２Ａで示された複合材料板に限定されない。
【００２９】
　図２Ａと図２Ｂを参照されたい。絶縁パターン１３１と支持板２００を合わせた後、載
置板１２０を除去し、かつ導体層１１０を残すことで、導体層１１０を露出させる。載置
板１２０の除去方法はいくつかあり、本実施例では、剥離層１２１を利用して導体層１１
０から支持板１２０を剥離することができ、支持板１２０は人の手または機器を用いて剥
離できる。またその他実施例では、載置板１２０が１枚の金属板である場合、載置板１２
０の除去方法にはエッチングを用いることができる。したがって、載置板１２０の除去方
法は剥離のみに限定されない。
【００３０】
　続いて図２Ｂと図２Ｃを参照されたい。ここでは、導体層１１０をパターンニングして
配線層１１１を形成し、配線構造とする。配線層１１１の形成方法はフォトリソグラフィ
とエッチングである。配線層１１１は少なくとも１つの接続パッド１１２と少なくとも１
の実装パッド１１３を含み、実装パッド１１３は電子素子４１０（図３Ｂを参照）を実装
するのに用いられ、接続パッド１１２は電子素子４１０を接続するのに用いられる。また
、図２Ｃで示される実装パッド１１３の数量は１つのみであり、接続パッド１１２の数量
は２つであるが、その他実施例では、実装パッド１１３の数量は複数であってもよく、接
続パッド１１２の数は１つ、３つまたは３つ以上であってもよい。したがって、実装パッ
ド１１３と接続パッド１１２両者の数量は図３Ｃで示された個数に限定されない。
【００３１】
　図２Ｄを参照されたい。配線層１１１を形成した後、配線層１１１表面の粗度（ｒｏｕ
ｇｈｎｅｓｓ）を変えることができる。具体的には、製品のニーズに基づいて配線層１１
１の表面１１１ｓに表面処理（ｓｕｒｆａｃｅ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）を施すことで、製
品のニーズに合った粗度に仕上げることができる。この表面処理にはたとえば粗化（ｒｏ
ｕｇｈｅｎｉｎｇ）や研磨（ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）がある。粗化には一般的な回路基板製
造技術におけるブラックオキサイド処理やブラウンオキサイド処理があり、配線層１１１
はこの粗化を経て、表面１１１ｓにはたとえば酸化銅層のような１層の粗化酸化層が形成
される。このようにして表面１１１ｓのもとの粗度が増す。
【００３２】
　上述の研磨はブラッシングまたは電解研磨（ｅｌｅｃｔｒｏｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）であ
り、導体層１１０の研磨後に、表面１１０ｓのもとの粗度を低減することができる。また
、配線層１１１の表面１１１ｓはあらかじめ酸化銅層のような粗化酸化層を形成し、上述
の表面処理により粗化酸化層を部分的に除去することで、表面１１１ｓのもとの粗度を低
減でき、その表面処理にはブラッシング、レーザー照射またはプラズマエッチングを用い
ることができる。
【００３３】
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　配線層１１１表面の粗度を変えた後、配線層１１１上に保護層１４０を形成することが
できる。ここでは基本的に、支持板２００、配線層１１１、配線層１１１と重なってかつ
接続する絶縁パターン１３１、接合材料１３２および保護層１４０を含むパッケージキャ
リア３１１はすでに製造完了しているものとする。保護層１４０は接合材料１３２と同じ
ものでよい。つまり、保護層１４０ははんだ、金属層またはプリフラックス（ＯＳＰ）層
でもよい。
　また、注目すべきは、本実施例の製造方法には配線層１１１表面の粗度を変えること、
および保護層１４０を形成すること、の２つのステップを含むことができるが、その他の
実施例の製造方法は上述の２つのステップを含まなくてもよいので、パッケージキャリア
３１１が保護層１４０を含まなくてもよいという点である。
【００３４】
　図２Ｄの平面図である図２Ｅを参照されたい。本実施例では、まず複数のパッケージキ
ャリア３１１をワーキングパネル（通称パネル）３００中に形成する。具体的には、ワー
キングパネル３００は複数の基板ストリップ３０１を含み、各基板ストリップ３０１は１
つまたは複数のパッケージキャリア３１１を有する。図２Ｄで示す製造工程を完了した後
、複数のパッケージキャリア３１１はこれらの基板ストリップ３０１中に一度に形成する
ことができる。
　続いて図２Ｄと図２Ｅを参照されたい。支持板２００、絶縁パターン１３１および配線
層１１１をダイシングし、ワーキングパネル３００から複数の基板ストリップ３０１を切
り出す。
【００３５】
　図３Ａから図３Ｃは本発明実施例における電子パッケージの製造方法を示す図である。
図３Ａと図３Ｂを参照されたい。図３Ｂは図３Ａ中の切断線II－IIの断面を示す断面図で
ある。ワーキングパネル３００をダイシングして複数の基板ストリップ３０１を形成した
後、１つまたは複数の電子素子４１０をその中の１つの基板ストリップ３０１上に実装す
る。電子素子４１０はワイヤーボンディングまたはフリップチップを用いて基板ストリッ
プ３０１上に実装することができる。電子素子４１０はダイまたは個別部品（ｄｉｓｃｒ
ｅｔｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）でもよい。電子素子４１０は実装パッド１１３上に形成さ
れ、配線層１１１は電子素子４１０と絶縁パターン１３１の間に位置する。
【００３６】
　続いて、配線層１１１と電子素子４１０を覆うモールド層４３０を配線層１１１上に形
成し、このモールド層４３０は電子素子４１０をさらに覆う。ここでは基本的に、パッケ
ージキャリア３１１、電子素子４１０およびモールド層４３０を含む電子パッケージ４０
０はすでに製作完了しているものとする。
【００３７】
　図３Ｂの実施例では、電子素子４１０はワイヤーボンディングを用いて基板ストリップ
３０１上に実装し、その電子素子４１０は接着層４２０を通じて実装パッド１１３上に接
着する。
　接着層４２０には銀ペーストまたは高分子フィルムを用いることができる。接着層４２
０が銀ペーストである場合、接着層４２０は実装パッド１１３の粗度の影響を受けて拡散
することがある。しかし、配線層１１１の表面１１１ｓはまず表面処理により粗度を変え
ることができるため、接着層４２０の拡散程度を制御し、電子素子４１０を実装パッド１
１３上にしっかりと接着することができる。同様に、モールド層４３０と配線層１１１の
間の接合力はこの粗度と関係し、配線層１１１は上述の表面処理を利用してモールド層４
３０と配線層１１１の間の接合力を高めることで、モールド層４３０が外れるのを防ぐこ
とができる。
【００３８】
　図３Ｂと図３Ｃを参照されたい。絶縁パターン１３１を凹状パターンＰ２から分離した
後、支持板２００を除去する。具体的には、支持板２００と絶縁パターン１３１の間の接
合力は絶縁パターン１３１と配線層１１１の間の接合力よりも小さいまたは遥かに小さい
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ため、支持板２００にたとえば手や機器で外力をかけると支持板２００を絶縁パターン１
３１から引き離すことができる。
【００３９】
　支持板２００の除去後、絶縁パターン１３１が露出する。開口１３１ａは接続パッド１
１２に対応し（ａｌｉｇｎｅｄ ｔｏ）、開口１３１ｂは実装パッド１１３に対応する。
また、開口１３１ａに位置する接合材料１３２は錫ボールのようなはんだを接続するのに
用いることができ、開口１３１ｂに位置する接合材料１３２はヒートシンクを接続するの
に用いて電子素子４１０の放熱を助けることができる。続いて、カッター４０を用いて基
板ストリップ３０１（図３Ａを参照）をダイシングすることで、支持板２００を含まない
電子パッケージ４０１およびパッケージキャリア３１２を形成する。
【００４０】
　とりわけ、その他実施例では、各基板ストリップ３０１が１つのパッケージキャリア３
１１であってもよい。したがって、ワーキングパネル３００（図２Ｅを参照）を直接ダイ
シングして支持板２００を含む複数のパッケージキャリア３１１とすることができる。こ
のため、電子素子４１０の実装を完了してモールド層４３０を形成した後、基板ストリッ
プ３０１のダイシングをする必要がなく、支持板２００は残すことができ、電子パッケー
ジ４０１も共に出荷できる。
【００４１】
　図４Ａと図４Ｂは本発明の別の実施例におけるパッケージキャリアの製造方法を示す図
であり、本実施例と前述の実施例は類似する。たとえば、本実施例の製造方法は前述の実
施例の工程を含む。以下に本実施例と前述の実施例との異なる点を紹介するが、両者の工
程の同じ部分は再述しない。
【００４２】
　図４Ａを参照されたい。まず、載置板５２０および少なくとも２層の導体層１１０を設
ける。これらの導体層１１０はいずれも載置板５２０上に配置し、かつ載置板５２０はこ
れらの導体層１１０の間に位置する。基本的には、載置板５２０と前述の載置板１２０は
類似し、かつ載置板５２０も剥離層１２１、誘電体層１２３および金属層１２２を含む。
【００４３】
　しかし、載置板１２０と比較すると、載置板５２０は導体層１１０を伴って配置する２
層の剥離層１２１を含む。図４Ａ中の載置板５２０は金属層１２４を含まないが、図４Ａ
中の金属層１２２は実質的に金属層１２４と同じである。金属層１２２と１２４が異なる
のは剥離層１２１で覆われているか否かという点のみである。また、載置板５２０中の誘
電体層１２３とこれらの金属層１２２はセラミック板または金属板に変えることができる
。
【００４４】
　続いて、これらの導体層１１０上に２つの絶縁パターン１３１をそれぞれ形成する。次
に、絶縁パターン１３１から部分的に露出した導体層１１０上に接合材料１３２を形成す
る。そして、２つの支持板２００を設け、かつこれらの絶縁パターン１３１とこれらの支
持板２００をそれぞれ合わせ、これらの絶縁パターン１３１をこれらの支持板２００に接
触させる。その後、載置板５２０を除去し、かつこれらの導体層１１０を残す。この載置
板５２０を除去する方法は載置板１２０を除去する方法と同様なので、ここでは再述しな
い。
【００４５】
　図４Ａと図４Ｂを参照されたい。載置板５２０の除去後、これらの導体層１１０をパタ
ーニングして少なくとも２層の配線層１１１を形成する。ここでは、図４Ｂで示すように
、２つのパッケージキャリアは基本的に製造を完了しているものとする。
　図３Ｂと図３Ｃで示すように、複数の電子素子４１０はこれらのパッケージキャリアの
実装パッド１１３上にそれぞれ実装することができる。また、これらの配線層１１１を形
成した後、これらのパッケージキャリアに関しては図２Ｄで示す工程を進める。たとえば
、これらの配線層１１１表面の粗度を変えて配線層１１１上に保護層１４０を形成する（
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図２Ｄに表示）。
【００４６】
　図５Ａと図５Ｂは本実施例の別の実施例における電子パッケージの製造方法を示す図で
ある。本実施例と前述の図１Ａから図２Ｅで示した実施例は類似する。たとえば、本実施
例の製造方法は前述の図１Ａから図２Ｃで開示した工程を含む。しかし、前述の図２Ｄで
示した工程と異なるのは、本実施例の製造方法は保護層１４０の形成を含まないが、ソル
ダーレジスト層５３１の形成は含む点である。
【００４７】
　図５Ａを参照されたい。配線層１１１の形成後、配線層１１１の表面１１１ｓ上に配線
層１１１を露出したソルダーレジスト層５３１を形成する。このソルダーレジスト層５３
１の形成方法には絶縁パターン１３１の形成と同じ方法を用いることができる。ソルダー
レジスト層５３１の局部は配線層１１１を覆う。図５Ａで示すように、ソルダーレジスト
層５３１は実装パッド１１３を完全に覆い、かつ接続パッド１１２の一部を露出させるこ
とができる。
【００４８】
　ソルダーレジスト層５３１の形成後、ソルダーレジスト層５３１に覆われていない表面
１１１ｓ上に保護層５４０を形成することができる。この保護層５４０は、たとえばニッ
ケル層、金層、銀層、パラジウム層、ニッケル／金層またはニッケル／パラジウム／ 金
層のような金属層であることができ、保護層５４０は配線層１１１の酸化防止に役立つ。
また、保護層５４０は電気めっきを用いて形成することができる。
【００４９】
 具体的には、絶縁パターン１３１と支持板２００を合わせた後、凹状パターンＰ２を有
する金属層２１１は配線層１１１と電気的に導通する。たとえば、接合材料１３２がはん
だまたは金属層であるという状況では、金属層２１１と接合材料１３２は接触することに
より、金属層２１１は接合材料１３２を通じて配線層１１１と電気的に導通する。また、
接合材料１３２がない状況では、金属層２１１は配線層１１１に直接接触することにより
、金属層２１１と配線層１１１は電気的に導通する。
　電気めっきを施す過程では、金属層２１１と配線層１１１が電気的に導通するため、金
属層２１１は通電し、配線層１１１に電気めっきを施して、配線層１１１上にソルダーレ
ジスト層５３１から露出した保護層５４０を形成することができる。
【００５０】
　従来の回路基板の電気めっき工程では、通常ワーキングパネル上にめっき用バー（ｐｌ
ａｔｉｎｇ ｂａｒ）を作製する。めっき用バーをすべての基板ストリップの配線層に電
気的に接続することで、これらの基板ストリップの配線層がめっき用バーを通じて互いに
電気的に接続できるようにし、電気めっきを施して配線層に保護層を形成する。したがっ
て、保護層の形成後、短絡防止のために、めっき用バーは除去または切断する必要がある
。
【００５１】
　本実施例では支持板２００の金属層２１１を利用して電気めっき工程を行い、保護層５
４０を形成する。従来の回路基板の電気めっき工程と比べ、本実施例は保護層５４０を形
成する工程に用いられるめっき用バーを必要としない。したがって、本実施例の製造方法
はめっき用バーを省略でき、ワーキングパネル上の配線スペースを増やして、１つのワー
キングパネルからより多くのパッケージキャリアを作り出すことができる。
【００５２】
　図５Ｂを参照されたい。ソルダーレジスト層５３１と保護層５４０の形成後、前述の図
３Ｂで示した工程を実行することができる。接着層４２０を利用して１つまたは複数の電
子素子４１０を実装パッド１１３上に実装する。この電子素子４１０はワイヤーボンディ
ングまたはフリップチップを用いて実装し、かつ保護層５４０に電気的に接続することが
できる。
　続いて、ソルダーレジスト層５３１上に電子素子４１０を覆うモールド層４３０を形成
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する。ここでは、ソルダーレジスト層５３１、保護層５４０、電子素子４１０およびモー
ルド層４３０を含む電子パッケージ５００はすでに製造完了しているものとする。また、
モールド層４３０の形成後、図３Ｃで示した工程を実行できる。つまり、支持板２００と
絶縁パターン１３１を分離して支持板２００を除去し、ダイシングを行い、支持板２００
を含まない電子パッケージ５００を形成する。
【００５３】
　図６Ａから図６Ｇは本発明の別の実施例におけるパッケージキャリアの製造方法を示し
、本実施例と前述の実施例は類似する。たとえば、本実施例の製造方法でも導体層１１０
と支持板１２０を用いており、かつ絶縁パターン１３１、ソルダーレジスト層５３１およ
び保護層５４０の形成も含まれている。以下に本実施例と前述の実施例との異なる点を紹
介するが、同じ技術特徴は再述しない。
【００５４】
　図６Ａを参照されたい。まず、支持板１２０と支持板１２０上に位置する導体層１１０
を設け、かつ導体層１１０の表面１１０ｓ上にバリア層６１１を形成する。その後、バリ
ア層６１１上にシード層６１２を形成し、このバリア層６１１１は導体層１１０とシード
層６１２の間に位置する。
　バリア層６１１とシード層６１２はいずれも金属層であることができ、バリア層６１１
の材料は導体層１１０とシード層６１２とは異なる。たとえば、バリア層６１１はニッケ
ル金属層であり、導体層１１０とシード層６１２はいずれも銅金属層であることができる
。また、バリア層６１１とシード層６１２の形成方法は、たとえば化学的気相析出法、物
理的気相析出法、電気めっきまたは化学めっきのような析出法を用いることができる。
【００５５】
続いて図６Ｂを参照されたい。シード層６１２上に配線構造となる配線層６１３を少なく
とも１層形成する。配線層６１３は開口Ｈ１を有する。配線層６１３は電気めっきにより
形成し、この電気めっきの過程では、シード層６１２とバリア層６１１は通電し、シード
層６１２上では析出が行われる。
【００５６】
　配線層６１３はアディティブ法(ａｄｄｉｔｉｖｅ ｍｅｔｈｏｄ)またはサブトラクト
法（ｓｕｂｔｒａｃｔｉｖｅ ｍｅｔｈｏｄ）を用いて形成する。アディティブ法を用い
て配線層６１３を形成する場合、現像後のドライフィルムまたはフォトレジストをマスク
として用いるとともに、電気めっきによりシード層６１２上に配線層６１３を直接形成す
ることができる。サブトラクト法を用いて配線層６１３を形成する場合、まず電気めっき
によりシード層６１２の厚さを増すことができる。その後、この厚さを増したシード層６
１２にリソグラフィとエッチングを施して配線層６１３を形成する。
【００５７】
　注目すべきは、バリア層６１１は金属層であるため、バリア層６１１を電気めっき用の
シード層として用いることもできる点である。したがって、他の実施例では、シード層６
１２を有さなくても、バリア層６１１を利用して電気めっきを施して配線層６１３を形成
することもできる。
【００５８】
　続いて図６Ｃを参照されたい。配線層６１３上に絶縁パターン１３１を形成し、絶縁パ
ターン１３１は開口Ｈ１に充填され、かつシード層６１２に接触する。その後、絶縁パタ
ーン１３１から露出した配線層６１３上に接合材料１３２を形成する。
【００５９】
　続いて図６Ｄを参照されたい。支持板２００を設け、絶縁パターン１３１と支持板２０
０を合わせ、絶縁パターン１３１を支持板２００に接触させる。金属層２１１は絶縁パタ
ーン１３１と嵌合する凹状パターン（図中未表示）を有し、その絶縁パターン１３１はこ
の凹状パターン内に位置する。絶縁パターン１３１と支持板２００を合わせる方法は前述
の実施例と同様なので再述しない。
【００６０】
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　図６Ｄと図６Ｅを参照されたい。絶縁パターン１３１と支持板２００を合わせた後、載
置板１２０を除去し、かつ配線層６１３を残す。この時、導体層１１０は露出される。
　次に図６Ｅと図６Ｆを参照されたい。導体層１１０、バリア層６１１およびシード層６
１２を除去する。これらの膜層の除去方法にはウェットエッチングを用いることができる
。バリア層６１１の材料は導体層１１０と異なるため、バリア層６１１の腐食液（ｅｔｃ
ｈａｎｔ）は導体層１１０を除去するための腐食液と異なる。バリア層６１１（たとえば
ニッケル層）は酸性の腐食液を用いて除去でき、導体層１１０（たとえば銅層）はアルカ
リ性の腐食液を用いて除去できる。
【００６１】
　図６Ｇを参照されたい。配線層６１３上にソルダーレジスト層５３１と保護層５４０を
形成する。図６Ｇで示すように、配線層６１３は接続パッド６１３ｃと実装パッド６１３
ｐを含み、ソルダーレジスト層５３１は実装パッド６１３ｐを完全に覆うとともに接続パ
ッド６１３ｃを部分的に露出させる。
【００６２】
　絶縁パターン１３１と支持板２００を合わせた後、金属層２１１を配線層６１３と電気
的に導通させる。たとえば、金属層２１１は接合材料１３２を通じて配線層６１３と電気
的に導通する。もしくは、金属層２１１は配線層６１３に直接接触して金属層２１１と配
線層６１３は電気的に導通する。
　このように、電気めっきを行う工程では、金属層２１１と配線層６１３の間の電気的な
導通を利用し、電流を金属層２１１を経由して配線層６１３に流すことで、配線層６１３
上に保護層５４０を形成する。また、配線層６１３は少なくとも１つの電気めっきクラン
プ点（ｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇ ｃｌａｍｐ ｐｏｉｎｔ）を有する。
【００６３】
　注目すべきは、ソルダーレジスト層５３１と保護層５４０を形成した後、前述の図３Ｂ
で示した工程に進むことができ、１つまたは複数の電子素子を実装パッド６１３ｐ上に実
装し、かつ接続パッド６１３ｃに電気的に接続するという点である。続いて、ソルダーレ
ジスト層５３１上に電子素子を覆い包むモールド層を形成する。また、モールド層の形成
後、図３Ｃで示した工程に進むことができる。つまり、支持板２００を除去してダイシン
グを行い、支持板２００を含まない電子パッケージを形成する。
【００６４】
　図７Ａから図７Ｇは本発明の別の実施例におけるパッケージキャリアの製造方法を示す
図であり、本実施例と前述の実施例は類似する。たとえば、本実施例の製造方法も載置板
１２０を用い、かつ絶縁パターン１３１の形成を含む。以下に本実施例と前述の実施例と
の異なる点を紹介するが、同じ技術特徴は再述せず、図による説明も行わない。
【００６５】
　図７Ａを参照されたい。まず、導体層８１１および載置板１２０を設ける。導体層８１
１は載置板１２０上に重ね、かつ剥離層１２１上に配置する。剥離層１２１は導体層８１
１と金属層１２２の間に位置する。導体層８１１は、たとえば銅箔、銀箔、アルミニウム
箔または合金箔のような金属箔片であることができる。導体層８１１の厚さＴ７は導体層
１１０の厚さより小さく、かつ厚さＴ７は３μｍであることができる。
【００６６】
　次に図７Ｂを参照されたい。載置板１２０上には第一配線層８１２を形成し、この第一
配線層８１２はアディティブ法を用いて形成する。具体的には、第一配線層８１２の形成
方法は、導体層８１１上にたとえば現像後のドライフィルムまたはフォトレジストのよう
な第一パターンマスクＭ７１を形成することを含む。さらに、導体層８１１をシード層と
して用いて電気めっきを行い、導体層８１１の第一パターンマスクＭ７１に覆われていな
い部分の表面上に第一配線層８１２を形成する。
【００６７】
　続いて図７Ｃと図７Ｄを参照されたい。第一配線層８１２上に複数の金属柱８１３を形
成する。これらの金属柱８１３はリソグラフィと析出を用いて形成することができる。詳
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しくは、第一配線層８１２の形成後、第一パターンマスクＭ７１を残し、かつ第一パター
ンマスクＭ７１と第一配線層８１２上に第二パターンマスクＭ７２を形成する。第二パタ
ーンマスクＭ７２はたとえば現像後のドライフィルムまたはフォトレジストであり、かつ
第一パターンマスクＭ７１と第一配線層８１２を覆うとともに両者に接触する。
【００６８】
　さらに、析出工程に進み、第一配線層８１２上にこれらの金属柱８１３を形成する。上
述の析出工程には電気めっきを用いることができ、これらの金属柱８１３を形成する工程
では、第一配線層８１２は導体層８１１に電気的に接続するため、この第一配線層８１２
は金属柱８１３を形成する電気めっきのためのシード層として用いることができる。
【００６９】
　図７Ｅを参照されたい。金属柱８１３の形成後、第一パターンマスクＭ７１と第二パタ
ーンマスクＭ７２を除去する。さらに、第一配線層８１２とこれらの金属柱８１３を覆う
誘電体層８２１を形成する。この誘電体層８２１はたとえば硬化した樹脂またはプリプレ
グであり、誘電体層８２１は塗布またはラミネートにより形成することができる。誘電体
層８２１の形成後、誘電体層８２１を研磨（ｇｒｉｎｄｉｎｇ）することで、これらの金
属柱８１３の一端を露出させる。
【００７０】
　続いて、誘電体層８２１上にこれらの金属柱８１３に接続する第二配線層８１４を形成
し、これらの金属柱８１３が第一配線層８１２と第二配線層８１４に電気的に接続するよ
うにする。この第二配線層８１４はアディティブ法またはサブトラクト法を用いて形成す
ることができる。また、第二配線層８１４と金属柱８１３はビルドアップ法を用いて形成
することができる。ここでは、２層の配線層（すなわち第一配線層８１２と第二配線層８
１４）、これらの配線層の間に位置する誘電体層８２１、および誘電体層８２１中に位置
する複数の金属柱８１３を含む配線構造がすでに載置板１２０上に形成されているものと
する。
【００７１】
　特筆すべきは、図７Ｅの配線構造は２層の配線層を含むが、他の実施例では、配線構造
は少なくとも３層の配線層および少なくとも２層の誘電体層８２１を含むことができる点
である。言い換えると、第二配線層８１４上には配線層、誘電体層８２１および金属柱８
１３を続けて形成することができる。したがって、図７Ａから図７Ｅの方法は、少なくと
も３層の配線層を含む配線構造を製造するのに用いることもできる。また、上述の配線構
造を形成した後、第二配線層８１４上に絶縁パターン１３１と接合材料１３２を順に形成
することができる。
【００７２】
　続いて図７Ｆを参照されたい。支持板１０００を設け、かつ絶縁パターン１３１と支持
板１０００を合わせ、絶縁パターン１３１を支持板１０００に接触させる。支持板１００
０には支持板２００またはその他適切な支持板を用いることができるので、支持板１００
０も絶縁パターン１３１に嵌合する凹状パターン（図中未表示）を有する。
【００７３】
　さらに図７Ｆと図７Ｇを参照されたい。支持板１２０と導体層８１１を除去する。導体
層８１１の除去方法にはウェットエッチングを用いることができる。その後、第一配線層
８１２上に図５Ａで示したソルダーレジスト層５３１と保護層５４０を形成することがで
きる。もしくは、第一配線層８１２上に図２Ｄで示した保護層１４０を形成することもで
きる。
【００７４】
　次に、図３Ｂで示した工程に進むことができる。１つまたは複数の電子素子を第一配線
層８１２の実装パッド８１２ｐ上に実装し、かつ第一配線層８１２の接続パッド８１２ｃ
に電気的に接続する。その後、電子素子を覆い包むモールド層を形成する。モールド層の
形成後、図３Ｃで示した工程に進むことができる。つまり支持板１０００を除去してダイ
シングを行い、支持板１０００を含まない電子パッケージを形成する。
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【００７５】
　図８Ａから図８Ｅは本発明の別の実施例におけるパッケージキャリアの製造方法を示す
図である。本実施例と前述の図７Ａから図７Ｇの実施例は類似する。たとえば、本実施例
の製造方法では載置板１２０を用い、かつ絶縁パターン１３１および少なくとも２層の配
線層を有する配線構造を形成することを含む。以下に本実施例と前述の実施例との異なる
点を紹介するが、同じ技術特徴は再述せず、図による説明も行わない。
【００７６】
　図８Ａと図８Ｂを参照されたい。図７Ｂで示した第一配線層８１２とは異なり、本実施
例の第一配線層９１２はサブトラクト法を用いて形成する。図８Ａによれば、第一配線層
９１２の形成方法は、導体層１１０および載置板１２０を設け、かつ導体層１１０の表面
１１０ｓ上に現像後のドライフィルムまたはフォトレジストのようなパターンマスクＭ８
１を形成することを含む。
【００７７】
　次に、図８Ａと図８Ｂを参照されたい。パターンマスクＭ８１を利用して導体層１１０
にエッチングを施し、第一配線層９１２を形成する。この第一配線層９１２は剥離層１２
１が露出した開口Ｈ２を有する。第一配線層９１２の形成後、パターンマスクＭ８１を除
去する。
【００７８】
　続いて図８Ｃを参照されたい。第一配線層９１２上に電子素子９００を実装する。電子
素子９００は電子素子４１０であることができ、ワイヤーボンディング、フリップチップ
またははんだを用いて第一配線層９１２上に実装する。
　図８Ｄを参照されたい。まず、第一配線層９１２上に複数の金属柱９１３を形成する。
この金属柱９１３の形成方法は金属柱８１３の形成方法と同様である。しかし、金属柱９
１３の形成に用いられるパターンマスク（図中未表示）の厚さは前述の第二パターンマス
クＭ７２より大きく、金属柱９１３の長さは金属柱８１３の長さより長くてもよい。
【００７９】
　金属柱９１３の形成後、第一配線層９１２とこれらの金属層９１３を覆う誘電体層９２
１を形成する。この誘電体層９２１はたとえば硬化した樹脂またはプリプレグであり、誘
電体層９２１は塗布またはラミネートにより形成することができる。誘電体９２１の形成
後、誘電体層９２１を研磨し、これらの金属柱９１３の一端を露出させる。
【００８０】
　さらに図８Ｄと図８Ｅを参照されたい。誘電体層９２１上にこれらの金属柱９１３に接
続する第二配線層９１４を形成し、これらの金属柱９１３は第一配線層９１２と第二配線
層９１４に電気的に接続する。この第二配線層９１４はアディティブ法またはサブトラク
ト法により形成することができる。また、第二配線層９１４と金属柱９１３はビルドアッ
プ法により形成することができる。ここでは、２層の配線層（すなわち第一配線層９１２
と第二配線層９１４）、誘電体層９２１、電子素子９００および複数の金属柱９１３を含
む配線構造がすでに載置板１２０上に形成されているものとする。
【００８１】
特筆すべきは、他の実施例では、第二配線層９１４上には配線層、誘電体層９２１および
金属柱９１３を続けて形成できる点である。したがって、図８Ａから図８Ｅの方法は、少
なくとも３層の配線層を含む配線構造を製造するのに用いることもできる。また、上述の
配線構造を形成した後、第二配線層９１４上に絶縁パターン１３１と接合材料１３２を順
に形成することができる。
【００８２】
次に、支持板１０００を設け、かつ絶縁パターン１３１と支持板１０００を合わせ、絶縁
パターン１３１を支持板１０００に接触させる。その後、載置板１２０を除去し、かつ第
一配線層９１２上に図５Ａで示したソルダーレジスト層５３１と保護層５４０を形成する
ことができる。もしくは、図２Ｄで示した保護層１４０を形成することもできる。
【００８３】
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　続いて前述の図３Ｂで示した工程に進むことができる。１つまたは複数の電子素子を第
一配線層９１２の実装パッド９１２ｐ上に実装し、かつ第一配線層９１２の接続パッド９
１２ｃに電気的に接続する。その後、電子素子を覆い包むモールド層を形成する。モール
ド層の形成後、図３Ｃで示した工程に進むことができる。つまり支持板１０００を除去し
てダイシングを行い、支持板１０００を含まない電子パッケージを形成する。
【００８４】
　とりわけ、図８Ａから図８Ｄでは、剥離層１２１を図６Ａのバリア層６１１に置き換え
ることがきる。したがって、第一配線層９１２を形成する過程では、金属層１２２が腐食
液により損傷するのを防げ、載置板１２０はエッチングにより除去することができる。ま
た、図４Ａの載置板５２０は図５Ａから図８Ｅで開示したさまざまな実施例に応用でき、
これらの実施例では、１つの載置板５２０から２つのパッケージキャリアを製造すること
で、生産量を増加することができる。
【００８５】
上述の記載は本発明の実施例に過ぎず、本発明の特許権の保護範囲を限定するものではな
い。当業者が本発明の精神と範囲を逸脱することなく加えた、等しい効果を有する変更や
潤色はすべて、本発明の特許権の保護範囲内とする。
【符号の説明】
【００８６】
４０　カッター
１１０、８１１　導体層
１１０ｓ、１１１ｓ　表面
１１１、６１３　配線層
１１２、６１３ｃ、８１２ｃ、９１２ｃ　接続パッド
１１３、６１３ｐ、８１２ｐ、９１２ｐ　実装パッド
１２０、５２０　載置板
１２１　剥離層
１２２、１２４、２１１、２１２　金属層
１２３、８２１、９２１　誘電体層
１３１　絶縁パターン
１３１ａ、１３１ｂ、Ｈ１、Ｈ２　開口
１３２　接合材料
１４０、５４０　保護層
２００、１０００　支持板
２１０　板材
２１３　接合層
２２０　プラスチック板材
３００　ワーキングパネル
３０１　基板ストリップ
３１１、３１２　パッケージキャリア
４００、４０１、５００　電子パッケージ
４１０、９００　電子素子
４２０　接着層
４３０　モールド層
５３１　ソルダーレジスト層
６１１　バリア層
６１２　シード層
８１２、９１２　第一配線層
８１３、９１３　金属柱
８１４、９１４　第二配線層
Ｄ１　深さ
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Ｍ７１　第一パターンマスク
Ｍ７２　第二パターンマスク
Ｍ８１　パターンマスク
Ｐ２　凹状パターン
Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ７　厚さ

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２Ａ】
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【図２Ｂ】
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【図２Ｄ】
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【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】
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【図７Ａ】
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【図７Ｅ】
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【図７Ｇ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】



(22) JP 2015-164189 A 2015.9.10

【図８Ｄ】
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